
 

 
図 1 : 実験装置図． 

 

–20 –10 0
0

0.1

0.2

1

1.04

1.08

Vlim (V)

P
ro

to
n

 r
a
ti

o

In
te

n
si

ty
, 

I p
+
 (

n
o

rm
al

iz
ed

)

Intensity

Ip+

Proton ratio

0.98

 
図 2：プロトン比と規格化された発光強度，プローブ

正飽和電流の Ni 多孔体板印加電圧依存性． 
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1. 研究目的 
熱陰極直流アーク放電によって水素プラズ

マを生成すると，電離断面積の大きな分子状正

イオンH2
+が多く生成され，プロトンH+の存在

割合（プロトン比）は低い．放電電力密度が高

くなると，H2
+からH+の生成プロセスが進み，

プロトン比が増加することは明らかになって

いる．Ni多孔体板へ正イオンを加速照射して，

Ni表面に解離吸着している水素原子Hをイオン

衝突脱離させる．空間中のH密度を増加させる

ことによって，プロトン比の向上を目指してい

る． 

 

2. 実験方法 
真空容器壁の電位が異なるターゲットプラ

ズマ（基準電位：0 V）とドライバープラズマ

（基準電位：Vdriver）を生成した．ドライバープ

ラズマのエンドプレート，ターゲットプラズマ

のリミター板（410 cm2）にはNi多孔体板が取り

付けられており，両プラズマ間にも接地された

Ni多孔体板（440 cm2）が設置されている．リミ

ター板後方に設置されたアインツェルレンズ

付磁場偏向型質量分析器によって，イオン質量

スペクトルを分析した．Balmer系列の発光スペ

クトル測定，およびラングミュアプローブによ

るプラズマパラメータ測定も行っている． 

 

3. 結果と考察 
 ターゲットプラズマにおけるプロトン比, H, 

H, Hの総発光強度，及びプローブ正飽和電流

Ip+の Ni 多孔体印加電圧 Vlim依存性を，図 2 に

示す．総発光強度は H ラジカル量に，Ip+はプラ

ズマ密度に比例している．それぞれの値は，Vlim 

= 0 V の値で規格化して表示されている．Vlimを

負電圧にするほど，Ni 多孔体板への正イオン照

射エネルギーの増加に伴いプロトン比は増加

した．Vlim = 0 V → −7 V と変化させると，プロ

トン比は 0.06 (52%)増加, H ラジカル量は 1.7%

増加，プラズマ密度は 4.7%増加した．Ni 多孔

体板がリミター板のみに取り付けられた従来

の結果では，プロトン比は 0.09 (180%)増加，H

ラジカル量は 4%増加しており，今回は，プロ

トン比と H ラジカル量共に増加幅が減少した．

また，Vlim < −7 V では，H ラジカル量とプラズ

マ密度は飽和傾向にあるにも関わらず，プロト

ン比は減少しているので検討が必要である． 

Ni多孔体板の面積は2倍以上に増加している

にも関わらず，両プラズマ間の Ni 多孔体板は 0 

V になっているため，プロトン比と H ラジカル

量を引き下げる効果が働いたと予想される．電

源容量の都合で電圧を印加できなかったが，負

電圧を印加できるよう改善することを検討し

ている． 
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